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(54)【発明の名称】 アクティブマトリックス型ＯＬＥＤ表示装置およびその駆動方法

(57)【要約】
【課題】  良好な表示性能をもつＯＬＥＤ駆動画素回路
を提供する。
【解決手段】  １つの画素に４つのトランジスタを構成
し、第２、３のトランジスタＭＳＨ、ＭＷＲのゲート電
極に接続された第１、２の走査線ＧＬ１、ＧＬ２をアク
ティブにして、第１のトランジスタＭＤＲのゲート電極
とドレイン電極を、第２のトランジスタＭＳＨを介して
導通状態にし、第１、３のトランジスタＭＤＲ、ＭＷＲ
を通して、電源から信号線に向けて、映像信号に対応し
た値の電流を流し、第１の走査線ＧＬ１を非アクティブ
した後、第２の走査線ＧＬ２を非アクティブにし、その
あと第４のトランジスタＭＣＨのゲート電極が接続され
た第３の走査線ＧＬ３をアクティブとし、第４のトラン
ジスタＭＣＨを通して、映像信号に対応した値の電流を
ＯＬＥＤに流す。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】  単位画素が複数のトランジスタとＯＬＥ
Ｄ素子から成る表示装置において、前記単位画素内に、
ソース電極が電源に接続された第１のトランジスタと、
一方の電極を前記電源に接続され、他方の電極を前記第
１のトランジスタのゲート電極に接続されたコンデンサ
と、ソース電極またはドレイン電極の一方が前記第１の
トランジスタのドレイン電極に接続され、ソース電極ま
たはドレイン電極の他方が前記第１のトランジスタのゲ
ート電極に接続され、ゲート電極が第１の走査線に接続
された第２のトランジスタとソース電極またはドレイン
電極の一方が前記第１のトランジスタのドレイン電極に
接続され、ソース電極またはドレイン電極の他方が信号
線に接続され、ゲート電極が第２の走査線に接続された
第３のトランジスタと、ソース電極またはドレイン電極
の一方が前記第１のトランジスタのドレイン電極に接続
され、ソース電極またはドレイン電極の他方がＯＬＥＤ
素子に接続され、ゲート電極が第３の走査線に接続され
た第４のトランジスタとを有することを特徴とするアク
ティブマトリックス型ＯＬＥＤ表示装置
【請求項２】  単位画素が複数のトランジスタとＯＬＥ
Ｄ素子から成る表示装置において、前記単位画素内に、
ソース電極が電源に接続された第１のトランジスタと、
一方の電極を前記電源に接続され、他方の電極を前記第
１のトランジスタのゲート電極に接続されたコンデンサ
と、ソース電極またはドレイン電極の一方が前記第１の
トランジスタのゲート電極に接続され、ゲート電極が第
１の走査線に接続された第２のトランジスタとソース電
極またはドレイン電極の一方が信号線に接続され、ゲー
ト電極が第２の走査線に接続された第３のトランジスタ
と、ソース電極またはドレイン電極の一方がＯＬＥＤ素
子に接続され、ゲート電極が第３の走査線に接続された
第４のトランジスタとソース電極またはドレイン電極の
一方が、前記第１のトランジスタのドレイン電極に接続
され、ソース電極またはドレイン電極の他方が、前記第
２のトランジスタのソース電極またはドレイン電極の他
方、前記第３のトランジスタのソース電極またはドレイ
ン電極の他方および前記第４のトランジスタのソース電
極またはドレイン電極の他方に接続された第５のトラン
ジスタとを有することを特徴とするアクティブマトリッ
クス型ＯＬＥＤ表示装置
【請求項３】  前記第２および第３の走査線が共通であ
り、前記第３のトランジスタと第４のトランジスタが異
なった導電型であること特徴とする請求項１および請求
項２記載のアクティブマトリックス型ＯＬＥＤ表示装置
【請求項４】  前記第３のトランジスタと前記第４のト
ランジスタが一方が導通状態の時、他方は非道通状態に
なるような閾値特性を有していること特徴とする請求項
３記載のアクティブマトリックス型ＯＬＥＤ表示装置
【請求項５】  前記トランジスタは、ポリシリコンを用
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いた薄膜トランジスタ素子であることを特徴とする請求
項１から４記載のアクティブマトリックス型ＯＬＥＤ表
示装置
【請求項６】  前記第1のトランジスタは、ホール導電
型のトランジスタであることを特徴とする請求項５記載
のアクティブマトリックス型ＯＬＥＤ表示装置
【請求項７】  前記第２のトランジスタは、ゲート電極
を共通のゲート線に接続された２つ以上のトランジスタ
素子を直列に接続して成ることを特徴とする請求項５お
よび６記載のアクティブマトリックス型ＯＬＥＤ表示装
置
【請求項８】  アクティブマトリックス型ＯＬＥＤ表示
装置の垂直走査用回路あるいは水平駆動回路に用いるト
ランジスタ素子の少なくとも一つが、画素内のトランジ
スタ素子と同時に形成されることを特徴とする請求項５
から７記載のアクティブマトリックス型ＯＬＥＤ表示装
置
【請求項９】  前記垂直走査回路は、外部または内部の
シフトレジスタの１つの出力から３つの異なるパルス幅
と位相を有する走査波形を発生させる回路を含むことを
特徴とする請求項８記載のアクティブマトリックス型Ｏ
ＬＥＤ表示装置
【請求項１０】  前記水平駆動回路は、垂直走査期間の
一部の期間において、前記映像信号に対応した電流を遮
断し、前記信号線を一定の電位にするための充電回路を
有することを特徴とする請求項８および９記載のアクテ
ィブマトリックス型ＯＬＥＤ表示装置
【請求項１１】  前記隣接する画素間の発光輝度の変化
が最大２％であることを特徴とする請求項１から１０記
載のアクティブマトリックス型ＯＬＥＤ表示装置
【請求項１２】  請求項１から１１項記載のアクティブ
マトリックス型ＯＬＥＤ表示装置を用いることを特徴と
する携帯端末用のディスプレイ
【請求項１３】  請求項１から１１項記載のアクティブ
マトリックス型ＯＬＥＤ表示装置を用いることを特徴と
する大型テレビ
【請求項１４】  請求項１から１１項記載のアクティブ
マトリックス型ＯＬＥＤ表示装置を用いることを特徴と
する高精細モニタ
【請求項１５】  単位画素が複数のトランジスタならび
にＯＬＥＤ素子から成る表示装置において、
第１の走査線および第２の走査線をアクティブにするこ
とにより、第１のトランジスタのゲート電極とドレイン
電極を、第２のトランジスタを介して導通状態にし、前
記第１のトランジスタおよび第３のトランジスタを通し
て、電源から信号線に向けて、映像信号に対応した値の
電流を流した後、
第１の走査線を非アクティブにすることにより、前記第
１のトランジスタのゲート電圧を保持し、
前記第１の走査線を非アクティブした後、前記第２の走



(3) 特開２００３－４３９９５

10

20

30

40

50

3
査線を非アクティブにし、
前記第２の走査線を非アクティブにした後、第３の走査
線をアクティブとし、
第４のトランジスタを通して、前記映像信号に対応した
値の電流を前記ＯＬＥＤに流すことを特徴とするアクテ
ィブマトリックス型ＯＬＥＤ表示装置の駆動方法
【請求項１６】  単位画素が複数のトランジスタならび
にＯＬＥＤ素子から成る表示装置において、
第１の走査線および第２の走査線をアクティブにし、第
１のトランジスタのゲート電極と第５のトランジスタの
ドレイン電極を、第２のトランジスタを介して導通状態
にすると共に、第５のトランジスタのゲート電圧に、所
定のバイアス電圧を印加し、前記第１のトランジスタ、
第３のトランジスタおよび第５のトランジスタを通し
て、電源から信号線に向けて、映像信号に対応した値の
電流を流した後、
第１の走査線を非アクティブにすることにより、前記第
１のトランジスタのゲート電圧を保持し、
前記第１の走査線を非アクティブした後、前記第２の走
査線を非アクティブにし、
前記第２の走査線を非アクティブにした後、第３の走査
線をアクティブとし、第４のトランジスタを通して、前
記映像信号に対応した値の電流を前記ＯＬＥＤに流すこ
とを特徴とするアクティブマトリックス型ＯＬＥＤ表示
装置の駆動方法
【請求項１７】  単位画素が複数のトランジスタならび
にＯＬＥＤ素子から成る表示装置において、
第１の走査線および第２の走査線をアクティブにするこ
とにより、第１のトランジスタのゲート電極とドレイン
電極を、第２のトランジスタを介して導通状態にし、前
記第１のトランジスタおよび第３のトランジスタを通し
て、電源から信号線に向けて、映像信号に対応した値の
電流を流した後、
第１の走査線を非アクティブにすることにより、前記第
１のトランジスタのゲート電圧を保持し、
前記第１の走査線を非アクティブした後、
前記第２の走査線を第３のトランジスタに対して非アク
ティブ、第４のトランジスタに対してアクティブとし、
第４のトランジスタを通して、前記映像信号に対応した
値の電流を前記ＯＬＥＤに流すことを特徴とするアクテ
ィブマトリックス型ＯＬＥＤ表示装置の駆動方法
【請求項１８】  単位画素が複数のトランジスタならび
にＯＬＥＤ素子から成る表示装置において、
第１の走査線および第２の走査線をアクティブにし、第
１のトランジスタのゲート電極と第５のトランジスタの
ドレイン電極を、第２のトランジスタを介して導通状態
にすると共に、第５のトランジスタのゲート電圧に、所
定のバイアス電圧を印加し、前記第１のトランジスタ、
第３のトランジスタおよび第５のトランジスタを通し
て、電源から信号線に向けて、映像信号に対応した値の
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電流を流した後、
第１の走査線を非アクティブにすることにより、前記第
１のトランジスタのゲート電圧を保持し、
前記第１の走査線を非アクティブした後、
前記第２の走査線を第３のトランジスタに対して非アク
ティブ、第４のトランジスタに対してアクティブとし、
第４のトランジスタを通して、前記映像信号に対応した
値の電流を前記ＯＬＥＤに流すことを特徴とするアクテ
ィブマトリックス型ＯＬＥＤ表示装置の駆動方法
【請求項１９】  単位画素が複数のトランジスタならび
にＯＬＥＤ素子から成る表示装置において、
ソース電極が電源に接続された第１のトランジスタのゲ
ート電極にソース電極またはドレイン電極の一方が接続
され、前記第１のトランジスタのドレイン電極に、ソー
ス電極またはドレイン電極の他方が接続された第２のト
ランジスタのゲート電極に接続された第１の走査線の電
圧を、前記第２のトランジスタが非道通状態になるよう
に非アクティブにした後、
ソース電極またはドレイン電極の一方が第１のトランジ
スタのドレイン電極に接続され、ソース電極またはドレ
イン電極の他方が信号線に接続され第３のトランジスタ
のゲート電極に接続された第２の走査線の電圧を、前記
第３のトランジスタが非道通状態になるように非アクテ
ィブにし、
ソース電極またはドレイン電極の一方が前記第１のトラ
ンジスタのドレイン電極に接続され、ソース電極または
ドレイン電極の他方がＯＬＥＤ素子に接続された第４の
トランジスタのゲート電極に接続された第３の走査線の
電圧を、前記第４のトランジスタ素子が導通状態になる
ようにアクティブにすることを特徴とするアクティブマ
トリックス型ＯＬＥＤ表示装置の駆動方法
【請求項２０】  単位画素が複数のトランジスタならび
にＯＬＥＤ素子から成る表示装置において、
ソース電極が電源に接続された第１のトランジスタのゲ
ート電極にソース電極またはドレイン電極の一方が接続
され、前記第１のトランジスタのドレイン電極に、ソー
ス電極またはドレイン電極の他方が接続された第２のト
ランジスタのゲート電極に接続された第１の走査線の電
圧を、前記第２のトランジスタが非道通状態になるよう
に非アクティブにした後、
ソース電極またはドレイン電極の一方が第１のトランジ
スタのドレイン電極に接続され、ソース電極またはドレ
イン電極の他方が信号線に接続され第３のトランジスタ
のゲート電極と、
ソース電極またはドレイン電極の一方が前記第１のトラ
ンジスタのドレイン電極に接続され、ソース電極または
ドレイン電極の他方がＯＬＥＤ素子に接続された第４の
トランジスタのゲート電極に接続された第２の走査線の
電圧を、前記第３のトランジスタが非道通状態になり、
前記第４のトランジスタ素子が導通状態になるようにす
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ることを特徴とするアクティブマトリックス型ＯＬＥＤ
表示装置の駆動方法
【請求項２１】  単位画素が複数のトランジスタならび
にＯＬＥＤ素子から成る表示装置において、
ソース電極またはドレイン電極の一方が、前記第１のト
ランジスタのドレイン電極に接続され、ソース電極また
はドレイン電極の他方が、前記第２のトランジスタのソ
ース電極またはドレイン電極の他方、前記第３のトラン
ジスタのソース電極またはドレイン電極の他方および前
記第４のトランジスタのソース電極またはドレイン電極
の他方に接続された第５のトランジスタのゲート電極に
所定のバイアス電圧を印加することを特徴とする請求項
２０および２１記載のアクティブマトリックス型ＯＬＥ
Ｄ表示装置の駆動方法
【請求項２２】  前記所定のバイアス電圧は、前記第１
のトランジスタおよび第５のトランジスタが、共に飽和
領域で動作するように設定されることを特徴とする請求
項１６、１８および２１記載のアクティブマトリックス
型ＯＬＥＤ表示装置の駆動方法
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は、アクティブマトリ
ックス型ＯＬＥＤ表示装置に関して、表示品質の向上を
目的とした、新しい表示装置と、駆動方法に関する。
（ＯＬＥＤは、オーガニック・ライティング・エミッシ
ョン・ダイオードの略称である。）
【０００２】
【従来の技術】従来のアクティブマトリックス型ＯＬＥ
Ｄ表示装置の画素セルの回路は、縦横に張り巡らされた
配線の交点に第１のトランジスタ（以下、スイッチング
用トランジスタＴ１とも表す）を設け、そのゲート電極
を走査線（ゲート線ともいう）に、ドレイン電極（また
はソース電極）を信号線（ドレイン線またはソース線と
もいう）に接続し、ソース電極（またはドレイン電極）
は第２のトランジスタのゲート電極に接続し、前記第２
のトランジスタ（以下、駆動用トランジスタＴ２とも表
す）は、ソース電極（またはドレイン電極）が、電流供
給線（以下、電源線、電源ライン、Ｖｄｄ、アノード
線、アノードラインとも表す）に接続され、ドレイン電
極（またはソース電極）がＯＬＥＤ素子のアノード電極
（あるいはカソード電極）に接続され、ＯＬＥＤ素子の
他方の電極がカソード電極（あるいはアノード電極）と
なる構造となっている。図２５（Ａ）にその等価回路を
示す。
【０００３】上記のように、少なくとも２つのトランジ
スタが必要なのは、ＯＬＥＤパネルに用いられるアクテ
ィブマトリックス方式は、基本的に次の条件を満足しな
ければならないためである。１．特定の画素を選択し、
必要な表示情報を与えられること。２．１フレーム期間
を通じてＯＬＥＤ素子に電流を流すことができることこ
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こで液晶に用いられるアクティブマトリックス方式と比
較すると、スイッチング用トランジスタは液晶用にもあ
るが、駆動用トランジスタは、液晶に用いられるアクテ
ィブマトリクス方式には無く、ＯＬＥＤに電流を流し、
光らせるために必要なトランジスタである。この理由は
液晶の場合は、電圧を印加することでオン状態を保持す
ることができるが、ＯＬＥＤの場合は、電流を流しつづ
けて画素をオン状態とするからである。
【０００４】したがってＯＬＥＤパネルでは電流を流し
続けるための電流源が必要であり、その役割を駆動用ト
ランジスタが果す。まず、走査線がオンになると、スイ
ッチング用トランジスタＴ１を通してキャパシタＣ１に
電荷として蓄積される。このキャパシタＣ１が駆動用ト
ランジスタＴ２のゲートに電圧を加え続けるため、スイ
ッチング用トランジスタＴ１がオフになっても、電流供
給線から駆動用トランジスタを介して電流が流れつづ
け、１フレーム期間にわたり画素をオンできる。この構
成を用いて階調を表示させる場合、駆動用トランジスタ
Ｔ２のゲート電圧に階調に応じた電圧を印加する必要が
ある。ここで、仮に同じ電圧が駆動用トランジスタＴ２
のゲート電極に印加されても、各画素の駆動用トランジ
スタのＴ２のしきい値電圧（以下、Ｖｔｈとも表す）に
ばらつきがあれば、各画素でＯＬＥＤ素子に流れる電流
値が変わってくる。したがって駆動用トランジスタのし
きい値電圧のばらつきがそのまま表示に現れることにな
る。
【０００５】トランジスタのオン電流は単結晶で形成さ
れたトランジスタであれば、きわめて均一であるが、安
価なガラス基板に形成することのできる低温多結晶トラ
ンジスタ（以下、低温ポリシリコンＴＦＴとも表す）で
は、そのしきい値のばらつきが±１．０Ｖを超える範囲
でばらつきを持つため、駆動用トランジスタＴ２を流れ
るオン電流がこれに対応してばらつき、表示に、ムラ
や、塩と胡椒を混ぜ合わせたようなザラツキが発生す
る。これらの表示不良は、しきい値電圧のばらつきのみ
ならず、ＴＦＴの移動度のばらつき、オフ電流のばらつ
き、寄生容量のばらつき等でも発生する。したがってア
ナログ的に階調を表示させる方法では、均一な表示を得
るために、トランジスタの特性を厳密に制御する必要が
あり（例えば、しきい値電圧では、±０．１Ｖ以下）、
現状の低温多結晶ポリシリコンＴＦＴではこのスペック
を満足できない。この問題を解決するため、図２５
（Ｂ）～（Ｄ）に示すようにさまざまな回路構成が提案
されている。
【０００６】図２５（Ｂ）はＳＩＤ９８、ＤＩＧＥＳ
Ｔ、ｐ.１１に開示された回路である。１画素内に４つ
のトランジスタを設けて、駆動用トランジスタＴ２のし
きい値電圧のばらつきをコンデンサにより補償させて均
一な電流を得る構成となっている。しかしながらこの構
成では、駆動用トランジスタＴ２のしきい値電圧のバラ
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7
ツキは補償されるが、映像信号（以下、データとも表
す）を電圧で与えているため、駆動用トランジスタの閾
値電圧以外の移動度など、ＯＮ電流を与えるパラメータ
のバラツキを補償することは出来ない。
【０００７】これに対しデータを電流で与えて、駆動用
トランジスタＴ２の特性バラツキを補償する回路構成が
提案された。図２５（Ｃ）はＩＥＤＭ９８－ｐ.８７５
で開示されている構成である。データを電流Ｉｄａｔａ
で与えることにより、上記課題の解決を図っている。
【０００８】しかしながらこの方法は、
１．プログラムされる電流がＯＬＥＤ素子を通じてプロ
グラムされるため、ＯＬＥＤが大きな接合容量を持つ場
合に、Ｉｄａｔａの書きこみ時間に時間がかかり、高速
動作が期待できない。
２．電流経路が変化した場合に電源ラインに接続される
スイッチングトランジスタ（ＭＮ４）に対し駆動電流を
制御する駆動用トランジスタ（ＭＮ２）がソースフォロ
ワとなる。従って駆動用トランジスタのソース電圧が、
スイッチング用トランジスタの特性により変動する。な
どの欠点を有する。
【０００９】また、これを解決できるものとして、図２
５（Ｄ）の回路がある。この回路は、信学技法ＥＤ２０
０１－８ＳＤＭ２００１－８ｐｐ７に開示されている。
駆動用トランジスタ（Ｔ３）のソース電極がＶｄｄに接
続されており、かつＩｄａｔａの書きこみが、前記ＯＬ
ＥＤ素子を介さない構成となるため、ＯＬＥＤ素子の接
合容量への充電が必要なく、高速動作に適した回路とな
っている。また、変形例として図２５（Ｅ）の回路が上
げられる。図２５（Ｅ）の回路の動作は、図２４（Ｄ）
の回路動作と本質的に全く同じである。
【００１０】
【発明が解決しようとする課題】ここで、これらの回路
では、ＩＥＤＭ９８－ｐｐ８７５で開示されているよう
に、基本的に、信号電流書き込み用トランジスタ（ＭＮ
３やＴ２）とゲート電圧を保持するためのサンプルホー
ルド用トランジスタ（ＭＮ１やＴ１）が閉じてから、電
圧供給用スイッチトランジスタ（ＭＮ４）や電流経路切
り替えスイッチトランジスタ（Ｔ４）が開くようにしな
ければならいない。
【００１１】また、一方、これらの回路では、信号電流
書き込み用トランジスタ（ＭＮ３やＴ２）とゲート電圧
を保持するためのサンプルホールド用トランジスタ（Ｍ
Ｎ１やＴ１）が同一の走査線に接続されているか、また
は、同時にＯＮ／ＯＦＦするように駆動されている。図
２５（Ｃ）の回路では、同じゲート電圧を信号電流書き
込み用トランジスタ（ＭＮ３）とサンプルホールド用ト
ランジスタ（ＭＮ１）に加えた場合、ＭＮ１のソース電
位およびドレイン電位は、ＭＮ３のソース電位およびド
レイン電位より、必ず低くなるため、ｐチャネルの場
合、それらのトランジスタが同じしきい値特性を有すれ
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ば、必ずＭＮ１が先に閉じる。
【００１２】また、電流書き込み用トランジスタ（ＭＮ
３）と電圧供給用スイッチトランジスタ（ＭＮ４）が同
時に閉じ、仮にＭＮ１のしきい値がＭＮ３しきい値より
十分低くなり、ＭＮ３よりも後に閉じたとしても、ＭＮ
４が開く前に閉じれば、駆動用トランジスタ（ＭＮ２）
のゲート電圧への電圧の供給経路は全くないため（カソ
ード電極からの電圧はＯＬＥＤ素子にブロックされてい
る）、ＭＮ２のゲート電圧は、電流書き込み時とほぼ同
じ電圧が正常に保持されるため問題は無い。ｎチャネル
の場合も、極性が全く逆の関係になるが、相対的には同
じになるので問題ない。
【００１３】しかしながら、図２５（Ｄ）や図２５
（Ｅ）の回路では、図２５（Ｃ）の回路と異なり、必
ず、電流書き込み用スイッチトランジスタ（Ｔ２）のソ
ース電位またはドレイン電極の電位が、サンプルホール
ド用トランジスタ（Ｔ１）のソース電位またはドレイン
電位よりも、駆動用トランジスタ（Ｔ３）のしきい値分
（ｐチャネルの場合、－Ｖｔｈ分）だけ低くなるので、
同じゲート電圧で動作させれば、必ず電流書き込み用ス
イッチトランジスタ（Ｔ２）の方が、サンプルホールド
用トランジスタ（Ｔ１）よりも先に閉じてしまう。そう
すると、駆動用トランジスタ（Ｔ３）のゲート電圧は、
図２５（Ｄ）の場合には信号線の電位、図２５（Ｅ）の
場合には電源に接続されている自分自身のプログラムさ
れた電流により電源電位に向かって、サンプルホールド
用トランジスタ（Ｔ１）が閉じるまでの間、再充電され
る。したがって、書き込み時に記憶された（プログラム
された）電流は、それにより変化し、図２５（Ｄ）の場
合、増加し、図２５（Ｅ）の場合、減少する。
【００１４】ここで、最も問題であるのは、この走査波
形（ゲート波形）に遅延（波形鈍り）がある場合であ
る。特に、低温ポリシリコンで垂直走査回路（ゲート回
路）を内蔵する場合、走査波形の遅延量は大きく、ばら
つきを持つ。遅延量が大きいと、再充電による電流の増
加率または減少率は、それに従い大きくなるので、ばら
つきがあると、それは、ＯＬＥＤに流れる電流のばらつ
きを発生させる。この場合、走査線毎の電流ばらつきに
なり、走査波形は、水平方向に延在している場合が多い
ので、横スジ状のむらを発生させる。
【００１５】また、走査波形の遅延がある状態で、電流
書き込み用スイッチトランジスタ（Ｔ２）やサンプルホ
ールド用トランジスタ（Ｔ１）のしきい値が０．１Ｖ程
度、隣接画素間でばらつくと、画素のＯＬＥＤに流れる
電流にばらつきを生み、表示にザラツキを発生させるた
め、これらの回路の利点は、ほとんど発生しなくなる。
実際のアクティブマトリクス型の表示装置では、走査波
形の遅延が無いということはありえず、特に大型、高精
細になるほど、問題は深刻になる。
【００１６】本発明は上記従来の問題点を解決し、ＯＬ
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ＥＤに流れる電流を制御するトランジスタが、ソースフ
ォロワ構成とならず、駆動電圧を低くすることが可能で
かつ高速動作に適した回路構成で発生する上記の課題に
対して、走査波形の遅延があっても、遅延量のバラツキ
やしきい値バラツキに対して高いマージンを持ち、スジ
やザラツキの無い良好な表示性能と高い生産性を得られ
るアクティブマトリクス型ＯＬＥＤ表示装置およびその
駆動方法を提供することを目的とする。
【００１７】
【課題を解決するための手段】この目的を達成するため
に本発明のアクティブマトリクス型ＯＬＥＤ表示装置お
よびその駆動方法は、以下の構成および方法を有してい
る。
【００１８】第１の構成として、単位画素が複数のトラ
ンジスタとＯＬＥＤ素子から成る表示装置において、前
記単位画素内に、ソース電極が電源に接続された第１の
トランジスタと、一方の電極を前記電源に接続され、他
方の電極を前記第１のトランジスタのゲート電極に接続
されたコンデンサと、ソース電極またはドレイン電極の
一方が前記第１のトランジスタのドレイン電極に接続さ
れ、ソース電極またはドレイン電極の他方が前記第１の
トランジスタのゲート電極に接続され、ゲート電極が第
１の走査線に接続された第２のトランジスタとソース電
極またはドレイン電極の一方が前記第１のトランジスタ
のドレイン電極に接続され、ソース電極またはドレイン
電極の他方が信号線に接続され、ゲート電極が第２の走
査線に接続された第３のトランジスタと、ソース電極ま
たはドレイン電極の一方が前記第１のトランジスタのド
レイン電極に接続され、ソース電極またはドレイン電極
の他方がＯＬＥＤ素子に接続され、ゲート電極が第３の
走査線に接続された第４のトランジスタとを有すること
を特徴とするアクティブマトリックス型ＯＬＥＤ表示装
置を構成する。
【００１９】第２の構成として、単位画素が複数のトラ
ンジスタとＯＬＥＤ素子から成る表示装置において、前
記単位画素内に、ソース電極が電源に接続された第１の
トランジスタと、一方の電極を前記電源に接続され、他
方の電極を前記第１のトランジスタのゲート電極に接続
されたコンデンサと、ソース電極またはドレイン電極の
一方が前記第１のトランジスタのゲート電極に接続さ
れ、ゲート電極が第１の走査線に接続された第２のトラ
ンジスタとソース電極またはドレイン電極の一方が信号
線に接続され、ゲート電極が第２の走査線に接続された
第３のトランジスタと、ソース電極またはドレイン電極
の一方がＯＬＥＤ素子に接続され、ゲート電極が第３の
走査線に接続された第４のトランジスタとソース電極ま
たはドレイン電極の一方が、前記第１のトランジスタの
ドレイン電極に接続され、ソース電極またはドレイン電
極の他方が、前記第２のトランジスタのソース電極また
はドレイン電極の他方、前記第３のトランジスタのソー
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ス電極またはドレイン電極の他方および前記第４のトラ
ンジスタのソース電極またはドレイン電極の他方に接続
された第５のトランジスタとを有することを特徴とする
アクティブマトリックス型ＯＬＥＤ表示装置を構成す
る。
【００２０】第３の構成として、前記第２および第３の
走査線が共通であり、前記第３のトランジスタと第４の
トランジスタが異なった導電型であること特徴とするア
クティブマトリックス型ＯＬＥＤ表示装置を構成する。
【００２１】第４の構成として、前記第３のトランジス
タと前記第４のトランジスタが一方が導通状態の時、他
方は非道通状態になるような閾値特性を有していること
特徴とするアクティブマトリックス型ＯＬＥＤ表示装置
を構成する。
【００２２】第５の構成として、前記トランジスタは、
ポリシリコンを用いた薄膜トランジスタ素子であること
を特徴とするアクティブマトリックス型ＯＬＥＤ表示装
置を構成する。
【００２３】第６の構成として、前記第1のトランジス
タは、ホール導電型のトランジスタであることを特徴と
するアクティブマトリックス型ＯＬＥＤ表示装置を構成
する。
【００２４】第７の構成として、前記第２のトランジス
タは、ゲート電極を共通のゲート線に接続された２つ以
上のトランジスタ素子を直列に接続して成ることを特徴
とするアクティブマトリックス型ＯＬＥＤ表示装置を構
成する。
【００２５】第８の構成として、アクティブマトリック
ス型ＯＬＥＤ表示装置の垂直走査用回路あるいは水平駆
動回路に用いるトランジスタ素子の少なくとも一つが、
画素内のトランジスタ素子と同時に形成されることを特
徴とするアクティブマトリックス型ＯＬＥＤ表示装置を
構成する第９の構成として、前記垂直走査回路は、外部
または内部のシフトレジスタの１つの出力から３つの異
なるパルス幅と位相を有する走査波形を発生させる回路
を含むことを特徴とするアクティブマトリックス型ＯＬ
ＥＤ表示装置を構成する。
【００２６】第１０の構成として、前記水平駆動回路
は、垂直走査期間の一部の期間において、前記映像信号
に対応した電流を遮断し、前記信号線を一定の電位にす
るための充電回路を有することを特徴とするアクティブ
マトリックス型ＯＬＥＤ表示装置を構成する。
【００２７】第１１の構成として、前記隣接する画素間
の発光輝度の変化が最大２％であることを特徴とするア
クティブマトリックス型ＯＬＥＤ表示装置を構成する。
【００２８】第１２の構成として、上記のアクティブマ
トリックス型ＯＬＥＤ表示装置を用いることを特徴とす
る携帯端末用のディスプレイを構成する。
【００２９】第１３の構成として、上記のアクティブマ
トリックス型ＯＬＥＤ表示装置を用いることを特徴とす
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る大型テレビを構成する。
【００３０】第１４の構成として、上記のアクティブマ
トリックス型ＯＬＥＤ表示装置を用いることを特徴とす
る高精細モニタを構成する。
【００３１】第１の方法として、単位画素が複数のトラ
ンジスタならびにＯＬＥＤ素子から成る表示装置におい
て、第１の走査線および第２の走査線をアクティブにす
ることにより、第１のトランジスタのゲート電極とドレ
イン電極を、第２のトランジスタを介して導通状態に
し、前記第１のトランジスタおよび第３のトランジスタ
を通して、電源から信号線に向けて、映像信号に対応し
た値の電流を流した後、第１の走査線を非アクティブに
することにより、前記第１のトランジスタのゲート電圧
を保持し、前記第１の走査線を非アクティブした後、前
記第２の走査線を非アクティブにし、前記第２の走査線
を非アクティブにした後、第３の走査線をアクティブと
し、第４のトランジスタを通して、前記映像信号に対応
した値の電流を前記ＯＬＥＤに流す。
【００３２】第２の方法として、単位画素が複数のトラ
ンジスタならびにＯＬＥＤ素子から成る表示装置におい
て、第１の走査線および第２の走査線をアクティブに
し、第１のトランジスタのゲート電極とドレイン電極
を、第２のトランジスタを介して導通状態にすると共
に、第５のトランジスタのゲート電圧に、所定のバイア
ス電圧を印加し、前記第１のトランジスタ、第３のトラ
ンジスタおよび第５のトランジスタを通して、電源から
信号線に向けて、映像信号に対応した値の電流を流した
後、第１の走査線を非アクティブにすることにより、前
記第１のトランジスタのゲート電圧を保持し、前記第１
の走査線を非アクティブした後、前記第２の走査線を非
アクティブにし、前記第２の走査線を非アクティブにし
た後、第３の走査線をアクティブとし、第４のトランジ
スタを通して、前記映像信号に対応した値の電流を前記
ＯＬＥＤに流す。
【００３３】第３の方法として、単位画素が複数のトラ
ンジスタならびにＯＬＥＤ素子から成る表示装置におい
て、第１の走査線および第２の走査線をアクティブにす
ることにより、第１のトランジスタのゲート電極とドレ
イン電極を、第２のトランジスタを介して導通状態に
し、前記第１のトランジスタおよび第３のトランジスタ
を通して、電源から信号線に向けて、映像信号に対応し
た値の電流を流した後、第１の走査線を非アクティブに
することにより、前記第１のトランジスタのゲート電圧
を保持し、前記第１の走査線を非アクティブした後、前
記第２の走査線を第３のトランジスタに対して非アクテ
ィブ、第４のトランジスタに対してアクティブとし、第
４のトランジスタを通して、前記映像信号に対応した値
の電流を前記ＯＬＥＤに流す。
【００３４】第４の方法として、単位画素が複数のトラ
ンジスタならびにＯＬＥＤ素子から成る表示装置におい
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て、第１の走査線および第２の走査線をアクティブに
し、第１のトランジスタのゲート電極とドレイン電極
を、第２のトランジスタを介して導通状態にすると共
に、第５のトランジスタのゲート電圧に、所定のバイア
ス電圧を印加し、前記第１のトランジスタ、第３のトラ
ンジスタおよび第５のトランジスタを通して、電源から
信号線に向けて、映像信号に対応した値の電流を流した
後、第１の走査線を非アクティブにすることにより、前
記第１のトランジスタのゲート電圧を保持し、前記第１
の走査線を非アクティブした後、前記第２の走査線を第
３のトランジスタに対して非アクティブ、第４のトラン
ジスタに対してアクティブとし、第４のトランジスタを
通して、前記映像信号に対応した値の電流を前記ＯＬＥ
Ｄに流す。
【００３５】第５の方法として、単位画素が複数のトラ
ンジスタならびにＯＬＥＤ素子から成る表示装置におい
て、ソース電極が電源に接続された第１のトランジスタ
のゲート電極にソース電極またはドレイン電極の一方が
接続され、前記第１のトランジスタのドレイン電極に、
ソース電極またはドレイン電極の他方が接続された第２
のトランジスタのゲート電極に接続された第１の走査線
の電圧を、前記第２のトランジスタが非道通状態になる
ように非アクティブにした後、ソース電極またはドレイ
ン電極の一方が第１のトランジスタのドレイン電極に接
続され、ソース電極またはドレイン電極の他方が信号線
に接続され第３のトランジスタのゲート電極に接続され
た第２の走査線の電圧を、前記第３のトランジスタが非
道通状態になるように非アクティブにし、ソース電極ま
たはドレイン電極の一方が前記第１のトランジスタのド
レイン電極に接続され、ソース電極またはドレイン電極
の他方がＯＬＥＤ素子に接続された第４のトランジスタ
のゲート電極に接続された第３の走査線の電圧を、前記
第４のトランジスタ素子が導通状態になるようにアクテ
ィブにする。
【００３６】第６の方法として、単位画素が複数のトラ
ンジスタならびにＯＬＥＤ素子から成る表示装置におい
て、ソース電極が電源に接続された第１のトランジスタ
のゲート電極にソース電極またはドレイン電極の一方が
接続され、前記第１のトランジスタのドレイン電極に、
ソース電極またはドレイン電極の他方が接続された第２
のトランジスタのゲート電極に接続された第１の走査線
の電圧を、前記第２のトランジスタが非道通状態になる
ように非アクティブにした後、ソース電極またはドレイ
ン電極の一方が第１のトランジスタのドレイン電極に接
続され、ソース電極またはドレイン電極の他方が信号線
に接続され第３のトランジスタのゲート電極と、ソース
電極またはドレイン電極の一方が前記第１のトランジス
タのドレイン電極に接続され、ソース電極またはドレイ
ン電極の他方がＯＬＥＤ素子に接続された第４のトラン
ジスタのゲート電極に接続された第２の走査線の電圧
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を、前記第３のトランジスタが非道通状態になり、前記
第４のトランジスタ素子が導通状態になるようにする。
【００３７】第７の方法として、上記ＯＬＥＤ素子から
成る表示装置において、ソース電極またはドレイン電極
の一方が、前記第１のトランジスタのドレイン電極に接
続され、ソース電極またはドレイン電極の他方が、前記
第２のトランジスタのソース電極またはドレイン電極の
他方、前記第３のトランジスタのソース電極またはドレ
イン電極の他方および前記第４のトランジスタのソース
電極またはドレイン電極の他方に接続された第５のトラ
ンジスタのゲート電極に所定のバイアス電圧を印加す
る。
【００３８】第８の方法として、前記所定のバイアス電
圧は、第１のトランジスタおよび第５のトランジスタ
が、共に飽和領域で動作するように設定する。
【００３９】
【発明の実施の形態】（発明の実施の形態１）図１に、
本発明の回路構成を示す。単位画素が最低４つからなる
複数のトランジスタならびにＯＬＥＤ素子により形成さ
れ、第1の走査線ＧＬ１をアクティブとすることによ
り、第１のトランジスタＭＤＲのゲートとドレイン間を
短絡するように第２のトランジスタＭＳＨが開くと共
に、第２の走査線ＧＬ２をアクティブとすることにより
第１のトランジスタＭＤＲおよび第３のトランジスタＭ
ＷＲを通して、映像信号に対応した値の電流を流し、第
１のトランジスタＭＤＲのゲートとソース間に接続され
たコンデンサＣＳに、信号電流を流すように第１のトラ
ンジスタＭＤＲのゲート電圧を記憶した後に、第１の走
査線ＧＬ１を非アクティブにし、第２のトランジスタＭ
ＳＨをオフ状態にした後、第２の走査線ＧＬ２を非アク
ティブにし、第３のトランジスタＭＷＲをオフ状態に
し、その後、第３の走査線ＧＬ３をアクティブとして、
前記電流を第４のトランジスタＭＣＨならびにＯＬＥＤ
素子に流すように画素回路を構成する。
【００４０】この回路は１画素内に４つのトランジスタ
を有しており、第１のトランジスタＭＤＲのソースは電
源線（電圧源）に、ＭＤＲのゲートは第２のトランジス
タＭＳＨのソースに接続されており、第２のトランジス
タＭＳＨのゲートは第1の走査線ＧＬ１に、ＭＳＨのド
レインはＭＤＲのドレイン、第３のトランジスタＭＷＲ
のソースおよび第４のトランジスタＭＣＨのソースに接
続されている。また、ＭＷＲのドレインは信号線ＤＡＴ
Ａに、ゲートは第２の走査線ＧＬ２に接続され、ＭＣＨ
のゲートは第３の走査線ＧＬ３に、ドレインはＯＬＥＤ
のアノード電極に接続されている。
【００４１】以下、その手段ならびに作用について説明
する。
【００４２】図２に本発明の画素の駆動方法（タイミン
グチャート）、図３は、従来の画素の駆動方法（タイミ
ングチャート）、図４には、本発明の画素の各タイミン
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グでの等価回路図、図５は従来の画素の第２のタイミン
グ（ｔ１～ｔ２）での画素の等価回路、図６に本発明お
よび従来の画素の駆動トランジスタＭＤＲの動作点の変
化を示す。
【００４３】本発明の駆動回路は３つのタイミングによ
り制御される。第一の期間は必要な電流値を記憶させる
タイミング（～ｔ1）である。このタイミングでＭＷＲ
ならびにＭＳＨが開くことにより、等価回路として図３
Ａとなる。ここで、ＭＤＲはゲートとドレインが接続さ
れた状態とされたダイオード接続状態になり、これによ
り、このＭＤＲとＭＷＲを通じて、信号線から映像信号
に対応した所定の電流ＩＳＩＧが流れる。この時、ＭＳ
Ｈにも電流Ｉ２が流れ、ＭＤＲのゲート電圧が、Ｉ１=
ＩＳＩＧを流すようなゲート電圧Ｖ１に達するまで流
れ、Ｖ１に達したら電流Ｉ２は流れなくなる。
【００４４】第二のタイミングは、ＭＳＨと閉じるタイ
ミング（ｔ１～ｔ２）である。そのときの等価回路は図
３Ｂとなる。これにより、電流ＩＳＩＧは、ＭＷＲに流
れたまま、ＭＤＲのゲート電圧は、Ｖ１を保ったまま、
電圧源および電流源から切り離される。第３のタイミン
グ（ｔ２～）は、ＭＷＲを閉じ、ＭＣＨを開くタイミン
グである。そのときの等価回路は図３Ｃとなる。このと
き、ＭＷＲが閉じるタイミングとＭＣＨが開くタイミン
グは同時またはＭＣＨを開くタイミングがＭＷＲを閉じ
るタイミングより後にする。これにより、ＭＤＲに記憶
された電流値ＩＳＩＧは、ＭＣＨを介してＯＬＥＤに流
れ込む。ＭＤＲの動作点は図６のＶ２に移動するが、Ｍ
ＤＲのトランジスタは、飽和領域で動作するため、切り
替え前後のＭＤＲの電流値は基本的には変わらず、映像
信号に対応した所定の電流ＩＳＩＧ‘（≒ＩＳＩＧ）が
ＯＬＥＤに流れる。
【００４５】一方、従来の画素では、走査線ＧＬ１とＧ
Ｌ２が共通であるため、ＭＳＨとＭＷＲの走査波形は同
一になる。このとき、必ず、ＭＳＨのソース電位または
ドレイン電極の電位が、ＭＷＲのソース電位またはドレ
イン電位よりも、ＭＤＲのしきい値分（ｐチャネルの場
合、－Ｖｔｈ分）だけ低くなるので、同じゲート電圧で
動作させれば、ＭＷＲの方が、ＭＳＨよりも先に閉じて
しまう。そのときの等価回路が図５となる。そうする
と、ＭＤＲのゲート電圧は、電源に接続されている自分
自身のプログラムされた電流により電源電位に向かっ
て、ＭＳＨが完全に閉じるまでの間、再充電される。し
たがって、書き込み時に記憶された（プログラムされ
た）電流ＩＳＩＧは、それにより変化し、遅延時間に依
存して、減少する。このときのＭＤＲの動作点は図６に
示されたとおり、第２のタイミングでゲート電圧がＶ１
からＶ１‘に減衰し、第３のタイミングでＶ１’からＶ
２‘に変化し、ＩＳＩＧは、ＩＳＩＧ“へと変化し、大
幅な電圧変化が発生する。
【００４６】作製するトランジスタは、４つとも同じＰ
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チャネル型またはＮチャネル型のトランジスタであって
もよいし、違う型のトランジスタであってもよいが、本
実施の形態では、すべてＰチャネルのトランジスタとし
た。また、本実施の形態では、トランジスタは、低温ポ
リシリコンの薄膜トランジスタ（ＴＦＴとも称する）を
用いた。但し、トランジスタは、低温ポリシリコンの薄
膜トランジスタに限ったものでなく、シリコンウエハ上
の単結晶トランジスタを用いても良いし、連続粒界シリ
コン（ＣＧＳ）や石英基板上に作成する高温ポリシリコ
ンのトランジスタでも良い。
【００４７】また、トランジスタの断面構造は、本実施
の形態では、トップゲートのプレーナー型のＴＦＴを用
いたが、ボトムゲートでも良く、また、スタガー型で
も、逆スタガー型でも良い。更に、セルフアライン方式
を用いて不純物領域（ソース、ドレイン）が形成された
ものでも、非セルフアライン方式によるものでも良く、
これらはすべてに本発明の範疇である。
【００４８】図７に本実施の形態の画素の平面構成を示
す。基板上には、マトリクス状に配置された画素に電圧
および電流を供給するための配線電極群が設けられる。
図７中の信号線ＤＡＴＡは、映像信号電流を伝えるため
の配線であり、走査線ＧＬ１～ＧＬ３は、画素のトラン
ジスタをアクティブ／非アクティブにするための制御信
号を伝えるための配線であり、電源線は、ホール注入電
極３１（画素電極、アノード）に、アノード電圧を供給
するための配線である。それぞれの配線電極は抵抗が低
い方が好ましく、その配線電極は、Ａｌ、Ｔｉまたは窒
化チタン（ＴｉＮ）、Ｔａ、Ｍｏ，Ｃｒ，Ｗ、Ｃｕ、Ｎ
ｄ、Ｚｒ等のいずれか１種または２種以上を含有する金
属を単層または２層以上の積層構造にして使われる。但
し、本発明においてはこの材料に限られるものではな
い。
【００４９】また、第１のトランジスタＭＤＲのゲート
電圧を保持するコンデンサＣＳは、隣接する画素間の非
表示領域におおむね形成する。低分子のＯＬＥＤでフル
カラーパネルを作成する場合、ＯＬＥＤ層をメタルマス
クによるマスク蒸着で形成するため、隣接する画素間の
非表示領域の幅は約１０～２０μｍになる。この部分は
発光に寄与しない部分となるため、保持コンデンサＣＳ
をこの領域に形成することは、トランジスタを形成した
ガラス基板側から光を取り出す方式の場合、開口率向上
のために有効な手段となる。ＯＬＥＤ素子の構造につい
ては、以下に、述べる。
【００５０】本実施の形態のＯＬＥＤ表示装置の構成例
を図８に示す。本実施の形態では、トランジスタを形成
したガラス基板側から光を取り出す方式（以下、下取出
しを称する）を用いているので、ホール注入電極３１に
透明電極であるＩＴＯを用いた。
【００５１】まず、基板上にトランジスタのアレイを所
望の形状に形成する。そして、平坦化膜上の画素電極と
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して透明電極であるＩＴＯをスパッタ法で成膜、パター
ニングする。その後、ＯＬＥＤ層、電子注入電極等を積
層する。
【００５２】図８に示されるＯＬＥＤ表示装置は、ガラ
ス基板３５上に、薄膜トランジスタＴＦＴのアレイと、
絶縁層３８を介して、ホール注入電極３１となるＩＴＯ
３１と有機層２２、電子注入電極３２とを有するＯＬＥ
Ｄ構造体１１が積層されている。基板材料としては基板
の裏面方向より光が出射される必要があることから、ガ
ラス、石英や樹脂等の透明ないし半透明材料を用いるこ
とができる。
【００５３】ＯＬＥＤ構造体１１の下地となるホール注
入電極３１とＴＦＴの配線電極とを併せた全体の厚さと
しては、特に制限はないが、通常１００～１０００nm程
度とすればよい。
【００５４】ＴＦＴの配線電極とＯＬＥＤ構造体１１の
有機層との間に設けられた絶縁層３８は、ＳｉＯ2等の
酸化ケイ素、窒化ケイ素などの無機系材料をスパッタや
真空蒸着で成膜したもの、ＳＯＧ（スピン・オン・グラ
ス）で形成した酸化ケイ素層、フォトレジスト、ポリイ
ミド、アクリル樹脂などの樹脂系材料の塗膜など、絶縁
性を有するものであればいずれであってもよいが、より
厚く平らな方が良いので、有機膜の方が好ましい。ま
た、絶縁層３８は、水分に弱いＯＬＥＤ素子１１を守る
ため、吸湿性の高い有機膜は、外気に触れないような構
造にすることが好ましい。
【００５５】カラー化の手法としては、本実施の形態で
は、それぞれ異なるの発光ピーク（Ｒ、Ｇ、Ｂ）を持つ
３種類の材料をメタルマスクで塗り分けることによって
実現した。また、別の方法として、例えば、白色発光の
ＯＬＥＤ構造体と、ＲＧＢのカラーフィルタとの組み合
わせによって得る方法もあり、また、青色発光のＯＬＥ
Ｄ構造体から波長変換層により、ＲＧＢの三色を得る方
法もある。
【００５６】次に、本発明のＯＬＥＤ表示装置を構成す
るＯＬＥＤ構造体１１について説明する。本発明のＯＬ
ＥＤ構造体１１は、透明電極であるホール注入電極３１
と、１種以上の有機層２２と、電子注入電極３２とを有
する。有機層は、それぞれ少なくとも１層のホール輸送
層および発光層を有し、例えば、電子注入輸送層、発光
層、ホール輸送層、ホール注入層を順次有する。なお、
ホール輸送層はなくてもよい。本発明のＯＬＥＤ構造体
１１の有機層は、種々の構成とすることができ、電子注
入・輸送層を省略したり、あるいは発光層と一体とした
り、ホール注入輸送層と発光層とを混合してもよい。電
子注入電極は、蒸着、スパッタ法等、好ましくは蒸着法
で成膜される仕事関数の小さい金属、化合物または合金
で構成される。
【００５７】ホール注入電極３１としては、ホール注入
電極３１側から発光した光を取り出す構造であるため、
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例えば、ＩＴＯ（錫ドープ酸化インジウム）、ＩＺＯ
（亜鉛ドープ酸化インジウム）、ＺｎＯ、ＳｎＯ2 、Ｉ
ｎ2Ｏ3 の透明性の材料等が挙げられるが、特にＩＴ
Ｏ、ＩＺＯが好ましい。ホール注入電極３１の厚さは、
ホール注入を十分行える一定以上の厚さを有すれば良
く、通常、１０～５００nm程度とすることが好ましい。
また、これらの膜は、端部でのカソードとの短絡を防止
するため、透過率特性を損なわない範囲で、薄い方が好
ましい。実際に使用する場合には、ＩＴＯ等のホール注
入電極３１界面での反射による干渉効果が、光取り出し
効率や色純度を十分に満足するように、電極の膜厚や光
学定数を設定すればよい。ホール注入電極３１は、蒸着
法等によっても形成できるが、スパッタ法により形成す
ることが好ましい。スパッタガスとしては、特に制限す
るものではなく、Ａｒ、Ｈｅ、Ｎｅ、Ｋｒ、Ｘｅ等の不
活性ガス、あるいはこれらの混合ガスを用いればよい。
【００５８】電子注入電極３２は、蒸着、スパッタ法
等、好ましくは蒸着法で成膜される仕事関数の小さい金
属、化合物または合金で構成される。成膜される電子注
入電極の構成材料としては例えば、Ｋ、Ｌｉ、Ｎａ、Ｍ
ｇ、Ｌａ、Ｃｅ、Ｃａ、Ｓｒ、Ｂａ、Ａｌ、Ａｇ、Ｉ
ｎ、Ｓｎ、Ｚｎ、Ｚｒ等の金属元素単体、または安定性
を向上させるためにそれらを含む２成分、３成分の合金
系を用いることが好ましい。合金系としては、例えばＡ
ｇ・Ｍｇ（Ａｇ：１～２０at％）、Ａｌ・Ｌｉ（Ｌｉ：
０．３～１４at％）、Ｉｎ・Ｍｇ（Ｍｇ：５０～８０at
％）、Ａｌ・Ｃａ（Ｃａ：５～２０at％）等が好まし
い。
【００５９】電子注入電極薄膜の厚さは、電子注入を十
分行える一定以上の厚さとすれば良く、０．１nm以上、
好ましくは１nm以上とすればよい。
【００６０】ホール注入層は、ホール注入電極３１から
のホールの注入を容易にする機能を有し、ホール輸送層
は、ホールを輸送する機能および電子を妨げる機能を有
し、電荷注入層、電荷輸送層とも称される。
【００６１】電子注入輸送層は、発光層に用いる化合物
の電子注入輸送機能がさほど高くないときなどに設けら
れ、電子注入電極からの電子の注入を容易にする機能、
電子を輸送する機能およびホールを妨げる機能を有す
る。
【００６２】ホール注入層、ホール輸送層および電子注
入輸送層は、発光層へ注入されるホールや電子を増大・
閉じ込めさせ、再結合領域を最適化させ、発光効率を改
善する。
【００６３】なお、電子注入輸送層は、注入機能を持つ
層と輸送機能を持つ層とに別個に設けてもよい。
【００６４】発光層の厚さ、ホール注入層とホール輸送
層とを併せた厚さおよび電子注入輸送層の厚さは特に限
定されず、形成方法によっても異なるが、通常、５～１
００nm程度とすることが好ましい。
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【００６５】ホール注入層、ホール輸送層の厚さおよび
電子注入輸送層の厚さは、再結合・発光領域の設計によ
るが、発光層の厚さと同程度もしくは１／１０～１０倍
程度とすればよい。ホール注入層、ホール輸送層の厚
さ、および、電子注入層と電子輸送層とを分ける場合の
それぞれの厚さは、注入層は１nm以上、輸送層は２０nm
以上とするのが好ましい。このときの注入層、輸送層の
厚さの上限は、通常、注入層で１００nm程度、輸送層で
１００nm程度である。このような膜厚については注入輸
送層を２層設けるときも同じである。また、組み合わせ
る発光層や電子注入輸送層やホール注入輸送層のキャリ
ア移動度やキャリア密度（イオン化ポテンシャル・電子
親和力により決まる）を考慮しながら、膜厚をコントロ
ールすることで、再結合領域・発光領域を自由に設計す
ることが可能であり、発光色の設計や、両電極の干渉効
果による発光輝度・発光スペクトルの制御や、発光の空
間分布の制御を可能にできる。
【００６６】本発明のＯＬＥＤ素子の発光層には、発光
機能を有する化合物である蛍光性物質を含有させる。こ
の蛍光性物質としては、例えば、特開昭６３－２６４６
９２号公報等に開示されているようなトリス（８－キノ
リノラト）アルミニウム〔Ａｌｑ３〕等の金属錯体色
素、特開平６－１１０５６９号公報（フェニルアントラ
セン誘導体）、同６－１１４４５６号公報（テトラアリ
ールエテン誘導体）、特開平６－１００８５７号公報、
同特開平２－２４７２７８号公報等に開示されているよ
うな青緑色発光材料が挙げられる。
【００６７】また、ホール注入層・ホール輸送層には、
例えば、特開昭６３－２９５６９５号公報、特開平２－
１９１６９４号公報、特開平３－７９２号公報、特開平
５－２３４６８１号公報、特開平５－２３９４５５号公
報、特開平５－２９９１７４号公報、特開平７－１２６
２２５号公報、特開平７－１２６２２６号公報、特開平
８－１００１７２号公報、ＥＰ０６５０９５５Ａ１等に
記載されている各種有機化合物を用いることができる。
ホール注入輸送層、発光層および電子注入輸送層の形成
には、均質な薄膜が形成できることから真空蒸着法を用
いることが好ましい。
【００６８】さらに、ＯＬＥＤ層に、水分が入らないよ
うに封止材４０で封止する。本実施の形態では、メタル
薄膜と、有機膜の積層構造を用いるが、シール材を用い
てガラスを張り合わせる方法を用いても良い。
【００６９】このようにして作製したＯＬＥＤ表示装置
に直流電圧を印加し、１０mA/cm2の一定電流密度で連続
駆動させた。ＯＬＥＤ構造体は、５．０V 、１００cd/c
m2、色座標がｘ＝０．３０，ｙ＝０．３３の白色の発光
が確認できた。青色発光部は、輝度１００cd／cm2 で、
色座標がｘ＝０．１２９，ｙ＝０．１０５、緑色発光部
は、輝度２００cd／cm2 で、色座標がｘ＝０．３４０，
ｙ＝０．６２５、赤色発光部は、輝度１２５cd／cm2 
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で、色座標がｘ＝０．６４９，ｙ＝０．３３８の発光色
が得られた。
【００７０】以下に本実施の形態の効果を示す。図９
は、走査波形（ゲート波形）の遅延時間に対するＯＬＥ
Ｄ電流ＩＯＬＥＤの変化を示す。図９Ａは、トランジス
タのしきい値ＶＴＨにばらつきが無い場合と、ＭＳＨの
しきい値が－０．１Ｖ低い場合のＯＬＥＤ電流ＩＯＬＥ
Ｄのゲート波形遅延時間依存性を、図９Ｂは、トランジ
スタのしきい値ＶＴＨにばらつきが無い場合と、ＭＳＨ
のしきい値が－０．１Ｖ低い場合のＯＬＥＤ電流ＩＯＬ
ＥＤの変化量（％）を示す。図９に示されるように、従
来の画素では、ゲート波形の遅延時間に依存し、ＯＬＥ
Ｄ電流が大幅に変化するので、遅延量のばらつきによる
横スジが発生するが、本発明の場合は、遅延時間にほと
んど依存しないため、横スジの発生は、全く無くなっ
た。
【００７１】また、図１０に４つの各トランジスタ素子
のしきい値が変化したときのＯＬＥＤ電流の変化を示
す。図１０Ａ、Ｂは従来の画素で、ＡはＩＳＩＧ＝１μ
Ａの場合、ＢはＩＳＩＧ＝０．０１μＡの場合、図１０
Ｃ、Ｄは本発明の画素で、ＣはＩＳＩＧ＝１μＡの場
合、ＤはＩＳＩＧ＝０．０１μＡの場合を示す。図１０
Ａ、Ｂに示されるように、従来の画素では、ＭＳＨとＭ
ＷＲのしきい値の変化があると激しく、ＯＬＥＤ電流が
変化するが、図１０Ｃ、Ｄに示されるように、本発明の
場合、それらが変化しても、ＯＬＥＤ電流はほとんど変
化せず、安定である。
【００７２】これにより、各トランジスタのしきい値電
圧のバラツキマージンは、例えば電流ばらつきが±２％
まで許容する条件では、従来の画素は、±０．１Ｖであ
るが、本実施の形態では、±０．８Ｖとなり、大幅に拡
大させることができた。また、従来の画素では、ＭＳＨ
とＭＷＲが律則していたのに対し、本発明の画素は、電
流プログラム方式本来の駆動トランジスタＭＤＲのしき
い値ばらつきに律則される形になり、極めて広いしきい
値バラツキマージンを有することができた。
【００７３】以上のように、本実施の形態では、走査波
形の遅延があり、その遅延量がばらついている状態や、
電流書き込み用スイッチトランジスタＭＷＲやサンプル
ホールド用トランジスタＭＳＨのしきい値が隣接画素間
でばらついている状態でも、画素のＯＬＥＤに流れる電
流はばらつきがないため、遅延量のバラツキやしきい値
バラツキに対して高いマージンを持ち、スジやザラツキ
の無い良好な表示性能を有し、また、信号電流に対する
ＯＬＥＤ電流のリニアリティの高く、その結果、歩留り
が高く、生産性の良い、大型、高精細ＯＬＥＤ表示パネ
ルを得ることができる。
（発明の実施の形態２）本実施の形態は、以下を除き、
実施の形態１と同一の構成である。
【００７４】本実施の形態では、図１１に示すようにＭ

20
ＤＲにカスケードトランジスタＭＣＳを接続する。実施
の形態１で、ＭＤＲの動作点が、Ｖ１からＶ２に移る
際、理想的なトランジスタの飽和領域特性であれば問題
ないが、図１２に示すように、アーリー効果またはゲー
ト長変調、更にはキンク効果というものにより、ＩＳＩ
Ｇをドレイン電圧に従い、ＩＳＩＧ‘へと上昇させる。
これにより、ＭＤＲのしきい値のバラツキΔＶｔｈがあ
ると、それがＯＬＥＤ電流ＩＯＬＥＤのバラツキとなっ
て表れる。したがって、ＭＷＲとＭＣＨの切り替え前後
で、電流ＩＳＩＧを安定させるには、これらの作用を低
減させなければならない。
【００７５】そのために少なくとも５個のトランジスタ
を構成し、トランジスタＭＣＳを図１１に示すようにＭ
ＤＲにカスケード接続し、バイアス電圧を適切にするこ
とにより、図１２ような特性になり、電流ＩＳＩＧの動
作点による変化は、極めて小さくなる。このとき、バイ
アス電圧の適切な範囲とは、ＭＤＲとＭＣＳが共に、飽
和領域で動作する条件のことを言う。
【００７６】本実施の形態では、実施の形態１の効果に
加え、ＭＤＲのしきい値バラツキのマージンが±０．８
Ｖから±２Ｖへと大幅に向上させることができた。
（発明の実施の形態３）本実施の形態は、以下を除き、
実施の形態１と同一の構成である。
【００７７】本実施の形態では、第３のトランジスタと
第４のトランジスタの導電型を異なったものとすること
により、第２と第３の走査線を共通とした。本実施の形
態の画素回路の構成を図１３に示す。本実施の形態で
は、第３のトランジスタＭＷＲをｎチャンネル（電子伝
導型とも称する）のトランジスタ、第４のトランジスタ
ＭＣＨをｐチャンネル（正孔伝導型とも称する）のトラ
ンジスタとした。これにより、ＭＷＲとＭＣＨが共通の
トランジスタに接続されていても、一方がＯＮ状態の時
は、他方がＯＦＦ状態になるので、本発明の電流の切り
替え方法を損なうことが無い。
【００７８】本実施の形態では、実施の形態１の効果に
加え、走査線数を削減することにより、駆動回路の簡略
化による歩留向上、ならびに画素の開口率を向上させる
ことが出来る。
（発明の実施の形態４）本実施の形態は、以下を除き、
実施の形態１および実施の形態３と同一の構成である。
【００７９】本実施の形態では、実施の形態３の構成に
加え、基本的な動作タイミングとしては、実施の形態１
と同様に、第２のタイミングから第３のタイミングに移
る際に、電流の流れる経路に分岐があると、ＭＤＲのド
レイン電流が増加し、映像信号に対応した電流値を流す
ように、ＭＤＲのゲート電圧に記憶できない。本実施の
形態では、実施の形態３のように、ＭＷＲとＭＣＨを異
なった導電形にした場合、お互いのしきい値を制御する
ことによって走査線の切り替わりのタイミングで必ずＭ
ＷＲがオフした後にＭＣＨがオンするようにした。具体
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的には、第３のトランジスタＭＳＨ（ｎチャンネル）の
しきい値を２±２Ｖ、第４のトランジスタＭＷＲ（ｐチ
ャンネル）のしきい値を－２±２Ｖとした。これによ
り、同一の走査電圧波形を加えたとしても、２つのトラ
ンジスタが同時にＯＮ状態になること無く、本発明の電
流の切り替え方法を損なうことが無い。
【００８０】本実施の形態では、実施の形態３と同様
に、走査線数を削減することにより、駆動回路の簡略化
による歩留向上、ならびに画素の開口率を向上させるこ
とが出来る。
（発明の実施の形態５）本実施の形態は、以下を除き、
実施の形態１と同一の構成である。
【００８１】本実施の形態では、ＭＤＲがｐチャンネル
型ポリシリコン薄膜トランジスタに構成されている。こ
れにより、ｎチャンネル型ポリシリコンを用いる場合よ
りも、図６に示すキンク効果が低減できる。
【００８２】これにより、ｎチャンネル型ポリシリコン
の場合、ＭＤＲのしきい値バラツキのマージンが±０．
３Ｖ程度であったがｐチャンネル型ポリシリコン薄膜ト
ランジスタの場合、±０.８Ｖへと大幅に向上させるこ
とができた。
（発明の実施の形態６）本実施の形態は、以下を除き、
実施の形態１と同一の構成である。
【００８３】本実施の形態では、アクティブマトリック
スを構成するトランジスタがｐチャンネル型ポリシリコ
ン薄膜トランジスタに構成されており、ＭＳＨがデュア
ルゲート以上であるマルチゲート構造にした。ＭＳＨ
は、ＭＤＲのゲート電圧の電圧保持用スイッチとして作
用するため、できるだけＯＮ／ＯＦＦ比の高い特性が要
求される。図１４に各種ゲート構造におけるリーク電流
値を示す。これより、ゲートの構造をデュアルゲート構
造以上のマルチゲート構造が必要であることが解る。
【００８４】これにより、本実施の形態では、実施の形
態１の効果に加え、保持コンデンサＣＳの占有面積を減
らすことができ、開口率を５ポイント改善させることが
できた。
（発明の実施の形態７）本実施の形態は、以下を除き、
実施の形態１と同一の構成である。
【００８５】本実施の形態では、アクティブマトリック
スを構成するトランジスタがポリシリコン薄膜トランジ
スタに構成されており、アクティブマトリックスＯＬＥ
Ｄ表示装置の垂直走査回路および信号線に電流書き込み
前に所定の電圧に設定するプリチャージ回路を、画素を
構成するトランジスタを作成すると同時に、基板上に一
体形成した。
【００８６】図１５にアクティブマトリックスＯＬＥＤ
表示装置の全体の外観図を示す。本発明は、単位画素内
に少なくとも４つ以上のトランジスタが必要である。従
ってこれらを構成するトランジスタの材料としては、移
動度の高いポリシリコンをアクティブ素子の材料として
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用いるのが適している。従って本パネルを駆動する周辺
回路も合わせて、一体形成することが可能となる。ま
た、本実施の形態としては、垂直走査回路とプリチャー
ジ回路を内蔵したが、内蔵する回路としては、信号側回
路の内蔵も、単結晶トランジスタを使う場合は、容易に
できる。これらは、トランジスタの性能を加味して、内
蔵する回路の種類を決定すればよい本実施の形態では、
実施の形態１の効果に加え、周辺回路を内蔵することに
より、外部回路との接続点数を削減することができ、機
械的な信頼性が上がると共に、周辺の額縁領域をコンパ
クトにすることができ、また、パネル全体を軽量化する
ことができた。
（発明の実施の形態８）本実施の形態は、以下を除き、
実施の形態１および実施の形態７と同一の構成である。
【００８７】本実施の形態では、実施の形態３の垂直走
査回路を、シフトレジスタの１つの出力から３つの異な
るパルス幅と位相を有する走査波形を発生させる回路と
して、ポリシリコンを用いてガラス基板上に形成した。
図１６から図１８に本実施の形態の垂直走査回路の回路
図を示す。一つのシフトレジスタの出力ＩＮＢを３つの
ＮＯＲ回路の一方に入力し、他方に3本の制御線ＯＥＶ
Ａ、ＯＥＶＢ、ＯＥＶＣで制御することにより、実施の
形態１の図２に示すような、異なるパルス幅と位相をも
つ３仕様の垂直走査波形φ１からφ３を発生することが
できる。
【００８８】本実施の形態では、実施の形態１および実
施の形態７の効果に加え、シフトレジスタをそれぞれ独
立に、３段構成する場合に比べ、極めて少ない回路構成
で、３つの異なるパルス幅と位相を有する走査波形を発
生することができ、周辺の狭額縁化が達成できる。
（発明の実施の形態９）本実施の形態は、以下を除き、
実施の形態１および実施の形態７と同一の構成である。
【００８９】本実施の形態では、実施の形態１の画素の
トランジスタを形成すると同時に、垂直走査期間の一部
の期間において、映像信号に対応した電流を遮断し、信
号線を一定の電位にするための充電回路（以下、プリチ
ャージ回路と称する）を、ポリシリコンを用いてガラス
基板上に形成した。図１９に本実施の形態のプリチャー
ジの回路図を示す。
【００９０】これにより、本実施の形態では、実施の形
態１および実施の形態７の効果に加え、電流書き込み方
式の本実施の形態の画素回路で問題となる黒レベルの浮
きまたはお引きを改善でき、コントラスト比の向上が図
れた。
（発明の実施の形態１０）本実施の形態は、以下を除
き、実施の形態１と同一の構成である。
【００９１】本実施の形態では、輝度（電流量）の変動
量が２％以内にする。図２０に横軸輝度、縦軸に輝度
（Ｂcd/m2）の変動量（ΔI・I）を示す。輝度が１cd/m2

から１０００cd/m2までの輝度領域においては、変動量
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が２％以上あれば人間は変動した境界線を認識する。し
たがって、輝度（電流量）の変動量が２％以内であるこ
とが必要である。
【００９２】本発明のＯＬＥＤ表示装置では、隣り合う
画素のＭＤＲのしきいち電圧の差が±０．８Ｖ以上ある
とザラツキの元となる中間輝点となることが判った。従
って、輝度の変動を２％以内に抑えるためには隣り合う
画素のＭＤＲのしきいち電圧の差が±０．８Ｖ以下とす
ることにより、隣接画素の輝度バラツキを認知限以下に
出来る。
【００９３】また、第１のトランジスタの飽和領域にお
ける電流値Ｉｄｓが下式
Ｉｄｓ＝ｋ×（Ｖｇｓ－Ｖｔｈ）2（１＋Ｖｄｓ＊λ）
であらわされる場合、隣接する画素間において、たとえ
閾値の変動が存在しない場合でも上記式のλに変動があ
れば、ＯＬＥＤを流れる電流値が変動する。横軸λ、縦
軸にλの変動による電流値をシミュレーションした結果
を図２１に示す。変動を±２％以内に抑えるためには、
λを０．０５以下に抑えなければならない。
【００９４】さらに、チャンネル長を１５μｍ以上とす
ることでチャンネルに含まれる結晶の粒界が増えること
によって電界が緩和されキンク効果が低く抑えられ、λ
の値を０．０５以下に抑えることが可能であることが解
った。これはＬを長くした場合、ドレイン電圧による実
効チャンネル長の変動の割合が減少するためである。図
２２にそのシミュレーション結果を示す。
【００９５】さらに、保持用コンデンサＣｓ、第３のト
ランジスタＭＳＨのオフ電流の最小値Ｉｏｆｆとした場
合次式
Ｃｓ／Ｉｏｆｆ＞０．２（Ｆ／Ａ）
を満たすようになる。図２３に横軸にＭＳＨのオフ電
流、縦軸にＯＬＥＤを流れる電流値のシミュレーション
結果を示す。ＭＳＨのオフ電流を５ｐＡ以下とすること
により、ＯＬＥＤを流れる電流値の変化を２％以下に抑
えることが可能であることが解る。これはリーク電流が
増加すると、電圧非書き込み状態においてＭＤＲのゲー
トーソース間（コンデンサの両端）に貯えられた電荷を
１フィールド間保持できないためである。従って保持用
コンデンサＣｓが大きければオフ電流の許容量も大きく
なる。我々は前記式を満たすことによって隣接画素間の
電流値の変動を２％以下に抑えることが出来ることを見
出した。
【００９６】さらに、ＭＳＨのチャンネル幅（Ｗ）×チ
ャンネル長（Ｌ）を５０μｍ2以下、保持用コンデンサ
ＣＳを０．５ｐＦ以上とする。前述の駆動方法におい
て、Ｍ１のトランジスタのソースーゲート間の電圧は、
ＭＳＨがオンからオフ状態に変化する際に、ＭＳＨの寄
生容量により変動を受ける。ＭＳＨがオンからオフにな
る場合に、これによる電圧の変動量ΔＶｏｆｆは次式で
表される。
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ΔＶｏｆｆ＝Ｃｏｎ／（Ｃｓ＋Ｃｏｎ）×（Ｖｏｎ－Ｖ
ｔｈ）＋Ｃｏｆｆ／（Ｃｓ＋Ｃｏｆｆ）×（Ｖｔｈ－Ｖ
ｏｆｆ）
ここでＣｏｎならびにＶｏｆｆはＭＳＨのオンならびに
オフ状態でのトランジスタの容量、ＶｔｈはＭＳＨの閾
値電圧、Ｃｓは蓄積容量の値である。従ってΔＶｏｆｆ
は閾値電圧のバラツキの影響を受ける。この影響を小さ
くするためには、ＭＳＨのサイズを小さくしてΔＶｏｆ
ｆの値を小さくする必要が有る。
【００９７】隣接画素間の電流値の変動を２％以下に抑
えるには、ＭＳＨのＬ＊Ｗを５０μｍ2以下またはＣＳ
を０．５ｐＦ以上としなければならないことが判った。
（発明の実施の形態１１）本実施の形態は、以下を除
き、実施の形態１と同一の構成である。
【００９８】本実施の形態では、本発明のアクティブマ
トリックス型ＯＬＥＤ表示装置を携帯端末用のディスプ
レイに用いた。
【００９９】これにより、コンパクトかつ表示品質の良
好なディスプレイを実現できる。この性質は、携帯端末
用ディスプレイに求められる性能に一致する。
（発明の実施の形態１２）本実施の形態は、以下を除
き、実施の形態１と同一の構成である。
【０１００】本実施の形態では、本発明のアクティブマ
トリックス型ＯＬＥＤ表示装置を大型高精細のディスプ
レイに用いた。本発明のＯＬＥＤ素子をもちいること
で、波形遅延の大きい大型高精細のディスプレイにおい
ても、表示品質の良好なディスプレイを実現できる。
（発明の実施の形態１３）本実施の形態は、以下を除
き、実施の形態１と同一の構成である。
【０１０１】本実施の形態では、まず、基板上にＴＦＴ
のアレイを所望の形状に形成する。そして、平坦化膜上
の画素電極として不透明な電極であるＡｇをスパッタ法
で成膜、パターニングする。その後、ＯＬＥＤ層、電子
注入電極等を積層する。本発明のＯＬＥＤ表示装置の構
成例を図２４に示す。図２４に示されるＯＬＥＤ表示装
置は、ガラス基板１１上に、薄膜トランジスタＴＦＴの
アレイと、絶縁層３８を介してホール注入電極３１とな
る金属膜３３と有機層２２、電子注入電極となるＭｇＡ
ｇ３４とを有するＯＬＥＤ構造体が積層されている。図
２４に示すように、ＯＬＥＤ素子のトランジスタ側と反
対側から光を取り出す方式（以下、上取出しを称する）
の場合、ホール注入電極３１は、金属等の反射率が高い
ものの方が、発光効率が向上される。
【０１０２】基板材料としては基板の表面方向より光が
出射されるから、ガラス、石英や樹脂等の透明ないし半
透明材料に加えてステンレスなどの非透過材料を用いる
こともできる。また、ＯＬＥＤ層に、水分が入らないよ
うに封止材４０は、取り出し側を透明にする必要がある
ので、有機膜のみの積層構造を用いた。
【０１０３】本実施の形態では実施の形態１と比較し
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て、発光層材料の条件等は基本的には同じである。
【０１０４】このようにして作製したＯＬＥＤ表示装置
に直流電圧を印加し、１０mA/cm2の一定電流密度で連続
駆動させた。ＯＬＥＤ構造体は、５．０V 、１５０cd/c
m2、色座標がｘ＝０．３０，ｙ＝０．３３の白色の発光
が確認できた。青色発光部は、輝度１５０cd／cm2 で、
色座標がｘ＝０．１２９，ｙ＝０．１０５、緑色発光部
は、輝度３００cd／cm2 で、色座標がｘ＝０．３４０，
ｙ＝０．６２５、赤色発光部は、輝度２００cd／cm2 
で、色座標がｘ＝０．６４９，ｙ＝０．３３８の発光色
が得られ、実施の形態１と比較して、光取り出し効率が
１.５倍向上した。
【０１０５】
【発明の効果】以上のように、本発明により、高速動作
に適し、波形遅延の大きい大型高精細や回路内蔵の表示
パネルにおいて、トランジスタのしきい値を代表とする
特性ばらつきがあっても、その影響を最小にして、ＯＬ
ＥＤに流れる電流値の変動を小さくすることができ、高
い表示性能を得る、アクティブマトリクス駆動タイプの
ＯＬＥＤ表示装置を提供できる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施の形態１のアクティブマトリクス
型ＯＬＥＤ表示装置の画素回路の回路図
【図２】本発明の実施の形態１のアクティブマトリクス
型ＯＬＥＤ表示装置の画素回路の駆動波形を示す図
【図３】従来のアクティブマトリクス型ＯＬＥＤ表示装
置の画素回路の駆動波形を示す図
【図４】本発明の実施の形態１のアクティブマトリクス
型ＯＬＥＤ表示装置の画素回路の各タイミングにおける
等価回路を示す図
【図５】従来のアクティブマトリクス型ＯＬＥＤ表示装
置の画素回路の第２のタイミングにおける等価回路を示
す図
【図６】本発明の実施の形態１および従来のアクティブ
マトリクス型ＯＬＥＤ表示装置の画素回路の第１のトラ
ンジスタの動作点を示す図
【図７】本発明の実施の形態１のアクティブマトリクス
型ＯＬＥＤ表示装置の画素の平面図
【図８】本発明の実施の形態１のアクティブマトリクス
型ＯＬＥＤ表示装置の画素の断面図
【図９】本発明の実施の形態１のアクティブマトリクス
型ＯＬＥＤ表示装置のゲート遅延時間に対する効果を示
す図
【図１０】本発明の実施の形態１のアクティブマトリク
ス型ＯＬＥＤ表示装置のしきい値ばらつきに対する効果
を示す図
【図１１】本発明の実施の形態２のアクティブマトリク
ス型ＯＬＥＤ表示装置の画素回路の回路図
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【図１２】本発明の実施の形態１および実施例２のアク
ティブマトリクス型ＯＬＥＤ表示装置の画素回路の第１
のトランジスタの動作点を示す図
【図１３】本発明の実施の形態３のアクティブマトリク
ス型ＯＬＥＤ表示装置の画素回路の回路図
【図１４】本発明の実施の形態６の第２のトランジスタ
のオフ電流の比較を示す図
【図１５】本発明の実施の形態７のアクティブマトリク
ス型ＯＬＥＤ表示装置の全体図
【図１６】本発明の実施の形態８の垂直走査回路の全体
回路図
【図１７】図１６中のｂｉｔｂｌｏｃｋ＿ｃ部分の回路
図
【図１８】図１７中のｖｂｕｆｆｅｒ＿ｃ部分の回路図
【図１９】本発明の実施の形態９のプリチャージ回路の
回路図
【図２０】人の識別限界輝度と明るさの関係を示す図
【図２１】本発明の実施の形態１０のλの変動によるＯ
ＬＥＤ電流のばらつきを示す図
【図２２】本発明の実施の形態１０のλのチャネル長依
存性を示す図
【図２３】本発明の実施の形態１０の第２のトランジス
タのオフ電流に対するＯＬＥＤ電流のばらつきを示す図
【図２４】本発明の実施の形態１３のアクティブマトリ
クス型ＯＬＥＤ表示装置の画素の断面図
【図２５】従来のアクティブマトリクス型ＯＬＥＤ表示
装置の画素回路の回路図
【符号の説明】
ＭＤＲ  第１のトランジスタ
ＭＳＨ  第２のトランジスタ
ＭＷＲ  第３のトランジスタ
ＭＣＨ  第４のトランジスタ
ＧＬ１  第１の走査線
ＧＬ２  第２の走査線
ＧＬ３  第３の走査線
ＤＡＴＡ  信号線
ＶＤＤ  電源線
ＣＳ  保持用コンデンサ
３１  画素電極（アノード電極）
２２  ＯＬＥＤ層
３２  カソード電極
ＡＡ  有効表示領域（有効画面）
ＧＤ  内蔵垂直走査回路
ＰＲ  内蔵プリチャージ回路
ＤＴ  映像信号線端子
ＣＴ  カソード端子
ＡＴ  アノード端子
ＬＳ  内蔵レベルシフト回路
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【図４】 【図１１】
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【図１７】
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【図１８】
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【図１９】
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摘要(译)

提供了一种具有良好显示性能的OLED驱动像素电路。 解决方案：在一个像素中形成四个晶体管，并且连接到第二和第三晶体管
MSH，MWR的栅极的第一和第二扫描线GL1，GL2被激活，并且第一晶体管MDR的栅电极和漏电极通过第二晶体管MSH导通，并
且使与视频信号对应的值的电流通过第一和第三晶体管MDR和MWR从电源流到信号线。 ，在去激活第一扫描线GL 1之后，去激活
第二扫描线GL 2，然后使与第四晶体管MCH的栅极连接的第三扫描线GL 3有效，具有对应于视频信号的值的电流通过OLED。
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